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Problema 1 .-( 5 Puntos)

a).- (1 puntos). Enuncie la ecuacicn que describe la variacion de le cormente
glactrica conla tension externa aplicada awuna juntura PN en un diode de
silicio y.

b).- { 2punta). Especifique el signo del cosficiente de la variacion con la
temperatura de la comiente cuando la tension aplicaca enbre anodo y
catodo es de —15 voitios

¢) { 2 punios). Especifique el signo del coeficiente de variacion conla
ternperatura dela tension entre ancdo y catodo cuando se aplica una
tensian de 0.8 voltios

Preblama 2.-{ 8 puntos}.-

a}.- Calcular la resistencia de un semiconduclor de forma  cilindrica de 50 um
de radio y longitud 100um. Si ¢l material es de Germanio v esta ala
temperatura 200 °C. {3 puntos) _
hi.-Si sele agregan impurezas de aluminlo enuna proporclon de 10 em
(En que porcentaje cambiala resistencia del semiconductor? . 2 puntos)
c).- Si shorz la temperatura varia ce -20°C hasta 400 °C. Dibujar un
grafico de variacion de la resistencia versus la temperatura. (3 Puntos)




Problema 3 .«[ 4 puntos)

Calcular |a resistencia entre A :.f B de un semiconductor de Arsenuro de
Galia con dopaje de 10° em™ impurasas de aluminio. Ef radio ™én o 68 de
10umy el radio mayer esde S0um y su alturs es de 60um

Prablema 4.- Calcular Ia carriente de arrastre y difusion de un
semiconductor de germanio de forma de un cubo de 10 um de lado si en
una desus caras de hace incidir una radiacién ionizante .de manera
uniforme en dicha cara , Esta radiacién produce una concentracion de 10
i portadores excedentarios. La vida media de electrones y huecos es
de 0.01useg tanto para los electrones como para los huecos. {3 puntos)
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